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Цель работы: Исследование характеристик одиночных каскадов усиления и двухкаскадных усилителей с емкостной связью.

Схема лабораторной установки:
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1. Снятие АЧХ усилительных каскадов.

Схема с общим эмиттером.

	f,Гц
	20
	50
	100
	500
	103
	5(103
	10(103
	50(103
	100(103
	200(103

	KU
	2
	5
	6
	10
	12
	12
	12
	12
	12
	11
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Схема с общим коллектором.

	f,Гц
	20
	50
	100
	500
	103
	5(103
	10(103
	50(103
	100(103
	200(103

	KU
	0,8
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,8
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Схема с общим истоком.

	f,Гц
	20
	50
	100
	500
	103
	5(103
	10(103
	50(103
	100(103
	200(103

	KU
	1,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,3
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Схема общий коллектор – общий эмиттер.

	f,Гц
	20
	50
	100
	500
	103
	5(103
	10(103
	50(103
	100(103
	200(103

	KU
	5
	13
	26
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	41
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Схема общий эмиттер – общий эмиттер.

	f,Гц
	20
	50
	100
	500
	103
	5(103
	10(103
	50(103
	100(103
	200(103

	KU
	13
	60
	125
	200
	220
	220
	220
	220
	200
	200
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Схема общий коллектор – каскод.

	f,Гц
	20
	50
	100
	500
	103
	5(103
	10(103
	50(103
	100(103
	200(103

	KU
	6
	13
	24
	20
	24
	25
	25
	25
	24
	20
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2. Снятие амплитудных характеристик одиночных усилительных каскадов

Схема с общим эмиттером

	
	Uмин
	U1
	U2
	Uмакс

	Uвых,В
	0,03
	0,1
	1
	2,3

	UВх,В
	0,001
	0,0025
	0,011
	0,025
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Схема с общим коллектором

	
	Uмин
	U1
	U2
	Uмакс

	Uвых,В
	0,0045
	0,1
	1
	2,3

	UВх,В
	0,005
	0,110
	1,1
	2,4
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Схема с общим истоком

	
	Uмин
	U1
	U2
	Uмакс

	Uвых,В
	0,016
	0,1
	1
	4,2

	UВх,В
	0,003
	0,01
	0,08
	0,4
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3. Измерение входного сопротивления

Схема с общим эмиттером
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Схема с общим коллектором
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Схема с общим истоком


[image: image5.wmf]
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4. Сравнение полученных данных с расчетными
Схема с общим эмиттером
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RЭ=(t/I+1/(2(fc)=25+1/(6,28(1000(0,00001)=41Ом на частоте 1кГц (резистор шунтируется конденсатором)

для указанного транзистора (=80
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так как нагрузкой является каскад с общим эмиттером, то сопротивление нагрузки ( 2 кОм
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Схема с общим коллектором
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Схема с общим истоком
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Общий коллектор – общий эмиттер 

так как выходное сопротивление каскада с общим коллектором пренебрежительно мало, то KU ОЭ = Rk/Rэ

[image: image15.wmf]5

,

52

3

,

4

1

,

5

1

,

5

04

,

0

3

,

4

9

,

0

K

R

R

R

K

K

K

U

Вых

Н

Н

U2

U1

U

=

+

×

×

=

+

×

=


ОЭ – ОЭ
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ОК – каскод
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Вывод: проделав лабораторную работу определили параметры различных каскадов усилителей. В некоторых случаях расчетные данные не совпали с экспериментальными, это по всей видимости связано с технологическим разбросом параметров транзисторов, а также условия эксперимента могли не соответствовать требованиям. Завал усиления в области низких частот связан с использованием конденсаторов, а в области высоких с проявлением комплексного характера коэффициента передачи тока базы транзистора, а также с влиянием ёмкости коллекторного перехода.

�EMBED MSGraph.Chart.8 \s���





�EMBED MSGraph.Chart.8 \s���





�EMBED MSGraph.Chart.8 \s���





�EMBED MSGraph.Chart.8 \s���





�EMBED MSGraph.Chart.8 \s���





�EMBED MSGraph.Chart.8 \s���





�EMBED MSGraph.Chart.8 \s���





�EMBED MSGraph.Chart.8 \s���





�EMBED MSGraph.Chart.8 \s���








[image: image30.wmf]0

5

10

15

20

25

30

0,02

0,05

0,1

0,5

1

5

10

50

100

200

f,кГц

Ku

[image: image31.wmf]0

20

40

60

80

100

0,001

0,0025

0,011

0,025

Uвх

Ku

[image: image32.wmf]0,88

0,89

0,9

0,91

0,92

0,93

0,94

0,95

0,96

0,005

0,11

1,1

2,4

Uвх

Ku

[image: image33.wmf]0

2

4

6

8

10

12

14

0,003

0,01

0,08

0,4

Uвх

Ku

[image: image34.png]110

0
91k 3

110

1
100 kL “

110

110

1560

]

T o

4360

510

2240

=10,



[image: image35.wmf]0

50

100

150

200

250

0,02

0,05

0,1

0,5

1

5

10

50

100

200

f,кГц

Ku

[image: image36.png]sk | fatke

]

T o

gtk 104
2 | |75ka
o
9160 50 ¢
ok 1
1 | |1560

4360

510

2240

=10,



[image: image37.png]aika

100 ke 1

e

43ka

-~3

2048

s1ka

22k

= 10F

10



[image: image38.wmf]0

2

4

6

8

10

12

14

0,02

0,05

0,1

0,5

1

5

10

50

100

200

f,кГц

Ku

_1112983789.unknown

_1113697473.unknown

_1144110596

_1144110642

_1144110834

_1144110835

_1144110669

_1144110718

_1144110618

_1144110530

_1144110556

_1113697732.unknown

_1113697446.unknown

_1113697448.unknown

_1112984053.unknown

_1111174239.unknown

_1111532179.unknown

_1112732613.unknown

_1112732659.unknown

_1112732586.unknown

_1111174240.unknown

_1111174237.unknown

_1111174238.unknown

_1111174235.unknown

_1111174236.unknown

_1111174228.unknown

